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知っておきたい最新の動き

先端技術キーワード解説

 
 

[メタルオキサイドレジスト (MOR：Metal Oxide Resist )] 
 

半導体の製造に使われるフォトレジスト（感光材）に、約 30 年ぶりの技術転換が訪れそうとのことで

す。それは、従来とは異なるメタルオキサイドレジスト （MOR：Metal Oxide Resist 、以下、MORと

する）という新材料です。どのようなものでしょうか。 

 

１．露光装置とフォトレジスト 

 

フォトレジストは、露光装置の光源に合わせて進化しています。（以下 文献 1）より引用） 

 

 

 

情報処理の高速化に伴い、半導体には、一層の微細化が求められています。この微細化を実現するため、

半導体の回路パターンを形成するリソグラフィ（露光）工程では、より解像度の高い EUV（Extreme 

ultraviolet lithography：極端紫外線）露光装置の導入が進んでおり、特にNA（レンズ開口数）を拡大し

た高NA の EUV露光技術の本格導入が見込まれています。 

 

これに伴い、露光工程で使用されるフォトレジストでは、材料のゲームチェンジが求められており、現

在主流の CAR（Chemically Amplified Resist：化学増幅型レジスト）と併用する形で、新しいコンセプ

トのフォトレジストの採用が拡大していくと予測されています。 

その中で、最も期待の高いのがMORです。 

 

２．MORとは 

 

MORは、金属原子と有機分子で構成される有機金属化合物が主成分です。 

 



 - 2 - 

MORには、以下の特徴があります。 

・高解像度・低ラフネス: EUV光に対する感度が高いため、光が当たった部分だけをピンポイントに反応

させることができ、より微細なパターン形成（高解像度）と、パターンの側壁の凹凸（ラフネス）を抑え

ることが可能です。 

 

・高いエッチング耐性: 露光後に形成される金属酸化物は、従来の有機ポリマーよりもエッチング耐性が

非常に高いという特性を持ちます。これにより、レジスト膜を薄くしてもエッチング工程に耐えることが

でき、パターンの倒れ（細いパターンが倒れてしまう現象）を防ぎ、さらに解像性を向上させることにつ

ながります。 
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（注） 

 本解説は、執筆当時の状況に基づいて解説をしております。ご覧になる時には、状況が変わっている可

能性がありますので、ご注意をお願いします。 

 

無断転載、転用は固くお断りいたします。 
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